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有機ＥＬフラットディスプレイは画素自身が発光するため輝度が高く極めて良好な画質が

得られること及びバックライトが不要なため消費電力が少ないことなどの優れた特徴を有す

る．そのため近年，ＩＴ（情報技術）の中心的な役害'|を果たしているパソコンなどで多く用い

られているＣＲＴおよび液晶ディスプレイに代わる装置として注目を浴びている．しかしなが

ら，さらなる高`性能化を目指すとき，電気的特性が最適化されていないこと（特に表面形態

が平坦化されず，突起部分が短絡に繋がり平面電極として働かないなど）が問題となり大型

化及び生産上の歩留まり向上をブレークスルーするには至っていない．我々はこの課題に取

組むため独自に考案した新規な作製方法を用い有機ＥＬフラットディスプレイの構成要素で

ある透明導電膜を作製し，電気的特`性の飛躍的な向上を図った．究極の目的は超高輝度で超大

型の有機ＥＬフラットディスプレイを作製し，さらなるＩＴ関連技術の発展に資することにある．

本研究で取組む有機ＥＬフラットディスプレイ用透明導電膜材料は酸化物で構成され，具

体的には酸化亜鉛系，酸化インジウム系などである．透明導電膜の作製方法は我々が独自に

考案したレーザーアブレーション法である．この作製方法は国内外で報告例がほとんどない

ため極めて独創的な方法で，特にレーザーを用いた作製方法は超微粒子構造の薄膜が得られ

ることが最近分かり，他の研究機関で取り組みを始めた．レーザーアブレーション法による

透明導電膜の作製に関する報告では２００３年８月現在では我々が発表した実験値（応用物理

学会欧文誌JJAP2001年４月号およびＴｈｉｎＳｏｈｄＦｕｍｓ２００２年４１１巻にレター論文で掲載

済み）が国内外でチャンピオンデータとして認められている．

次に具体的に得られた研究成果を述べる．実験に用いたレーザーアブレーション装置は，

既述の如く独自に我々が開発した装置でプラズマプルームに対して垂直な磁場を印加できる

のが最大の特徴である．ターゲットにはITO（SnO2が５ｗｔ％含有）を用い，レーザーは波長

193nｍのＡｒＦエキシマレーザーを使用した．磁場はNdFeB磁石（磁束密度：l24T）を３

個用いプルームの周辺に均等に配置した．成膜条件を基板温度400℃，酸素分圧l0Pa，レー

ザーフルーエンス６J/cm2，アブレーション時間５分としたとき，膜厚315nｍの膜で最も良

好な抵抗率８４５×lO-5Q．ｃｍが，約７５％の確率で得られた．そのときの可視光平均透過率

は８０％以上の高透光性を示した．さらにＳＥＭ及びＡＦＭ測定の結果，表面が極めて平滑で

有機ＥＬフラットディスプレイの透明電極として最適であることが分かった．これらの値は

通常のガラス基板に堆積させたITO透明導電膜としては，現在報告されている中で最も高`性

能な値である．

以上が本研究で得られた成果である．詳細については，ThinSohdFilms,2002年４１１巻，

23-27ページを参照．

尚，本研究の一部は大阪産業大学産業研究所平成１４年度分野別研究費で行った．
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